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概      要 

 

 

 

 

超高速ネットワークに必要であり、現在技術的ブレークスルーを必要と

している 40 Gbps 以上の高速光リンク光源の実現を目指して、光リンク用

半導体レーザについて研究開発を行う。 

【サブテーマ】 

① 超高速レーザ構造の研究開発 
② 高品質活性層の作製技術の研究開発 
③ 超高速光リンク用半導体レーザの研究開発 

 

 

 

研究開発のイメージ図 

 

 

 

B. 活性層の高利得化 

A.  短共振器化 
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AlGaAs 

• 新材料GaInNAsの採用 

• 活性層の多重量子井戸化 

• ドライエッチングによる 
  ミラー形成 
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